
ОПИСАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА  

САПР MULTISIM 

Multisim – система автоматизированного проектирования электронных схем. Предназначена для 

схематического представления и моделирования аналоговых, цифровых и аналогово-цифровых цепей.  

Примечание :  Настоящее пособие предполагает использование программы Multisim версии 14.2. 

Интерфейс пользователя программы Multisim 14.2 содержит следующие основные элементы 

(рис. 1): 

 

Рис. 1.1 Пользовательский интерфейс программы Multisim 

1 – главное меню; 2 – стандартная инструментальная панель; 3 – инструментальная панель 

библиотеки электронных компонентов с номинальными значениями параметров компонентов фирм-

производителей; 4 – инструментальная панель управления проектом; 5 – вкладка активной рабочей 

области; 6 – основная инструментальная панель; 7 –инструментальная панель настройки размера рабочей 

области; 8 – инструментальная панель настройки функций моделирования; 9 –инструментальная панель 

измерительных пробников; 10 – инструментальная панель измерительных приборов; 11 – рабочая 

область. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ 

Цель работы – исследовать прямую и обратную ветви вольт-амперных характеристик и 

определить параметры полупроводниковых диодов (светодиода, диода Шоттки, выпрямительного диода, 

диода Зенера). 

Перечень экспериментов 

1. Исследование прямой и обратной ветвей вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов, 

2. Определение параметров полупроводниковых диодов. 

Порядок выполнения работы 

1. Исследование прямой и обратной ветвей вольт-амперных характеристик полупроводниковых 

диодов 

1.1. Включить рабочий компьютер.  

1.2. Запустить приложение Microsoft Excel. 

1.3. Создать с его помощью табл. 1.1 и заполнить U,V, R1,Ω, Тип прибора. 

Примечание :  1.Значение P задано по варианту (поз. 1). 2.Значения U,V округлять до первого знака после запятой. 

3.Значение R1,Ω задано по варианту (поз. 8). 

Таблица 1.1 

Зависимость тока от напряжения 

поз. 

R1,Ω Тип прибора 

 VD1 VD2 VD3 VD4 

U,V 

Светодиод 
Диод  

Шоттки 

Выпрямительный  

диод 

Диод  

Зенера 

«по варианту»  

(поз.4) 

«по варианту»  

(поз.5) 

«по варианту»  

(поз.6) 

«по варианту»  

(поз.7) 

UR1,V UVD,V I,mA UR1,V UVD,V I,mA UR1,V UVD,V I,mA UR1,V UVD,V I,mA 

1 -P-5             

2 -P-3             

3 -P-1             

4 -P             

5 -P+1             

6 -1             

7 0,0             

8 0,5             

9 1,0             

10 2∙P/5             

11 P-1             

12 P             

13 P+1             

 

1.4. Запустить приложение Multisim на рабочем компьютере. 
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1.5. В окне приложения Multisim в меню (рис. 1, поз. 1) Options / Global options / Components / Symbol 

standard выбрать IEC 60617. 

1.6. В окне приложения Multisim в меню (рис. 1, поз. 1) Place / Component / для компонента №1 выбрать 

Group: (табл. 1.2, поз. 3), Family: (табл. 1.2, поз. 4), Component: (табл. 1.2, поз. 5) и разместить его на 

рабочей области (рис. 1, поз. 11). 

1.7. Нажать правой кнопкой мыши на компонент, в контекстном меню Properties произвести установку 

параметров (табл. 1.2, поз. 6). 

Таблица 1.2 

Перечень компонентов 

поз. 1 2 3 4 5 6 

№ Label Symbol Group Family Component Properties 

1 GB1 

 

Sources 

 

SIGNAL_ 

VOLTAGE 

_SOURCES 

DC_ 

INTERACTIVE_ 

VOLTAGE 

Label / RefDes: GB1 

Value / Key: 1 

Maximum value: 20V 

Minimum value: -20V 

Increment: 0.25% 

2 R1 

 

Basic 

 

RESISTOR 
«по варианту» 

(поз. 8) 

Label / RefDes: R1 

Value/Resistance (R): 

«по варианту» (поз. 8) 

3 Ur1 

 

Indicators 

 

VOLTMETER VOLTMETER_V 

Label / RefDes: Ur1 

Value/Resistance (R): 10MOhm 

Value/Mode/DC 

4 - 
 

Sources 

 

POWER_ 

SOURCES 
GROUND - 

5 VD1 

 

Diodes 

 

LED 
«по варианту» 

(поз. 4) 
Label / RefDes: VD1 

6 VD2 
 

Diodes 

 

SCHOTTKY_ 

DIODE 

«по варианту» 

(поз. 5) 
Label / RefDes: VD2 

7 VD3 
 

Diodes 

 

DIODE 
«по варианту» 

(поз. 6) 
Label / RefDes: VD3 

8 VD4 
 

Diodes 

 

ZENER 
«по варианту» 

(поз. 7) 
Label / RefDes: VD4 

 

1.8. Повторить пп.1.6-1.7 для компонентов №2-5 (табл. 1.2). 

1.9. Соединить указателем мыши выводы компонентов как показано на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1 Схема для исследования вольт-амперной характеристики диода 

 

1.10. В окне приложения Multisim в меню (рис. 1, поз. 1) Simulate выбрать Run. 

1.11. Нажимая кнопку num1 на клавиатуре или перемещая ползунок управления, последовательно 

устанавливать параметр компонента GB1 в соответствии с U,V (табл.1.1 поз. 13-1) и записывать 

соответствующие измеренные вольтметром Ur1 значения напряжения на резисторе R1 в UR1,V 

(табл.1.1, поз. 13-1) для диода VD1. 



4 
 
 

 

Примечание :  1.Значения записывать в соответствии с требуемой размерностью. 2.Значения округлять до третьего знака 

после запятой. 

1.12. В окне приложения Multisim в меню (рис. 1, поз. 1) Simulate выбрать Stop. 

1.13. На основании значений UR1,V (табл.1.1) рассчитать напряжение на диоде VD1 по формуле UVD =

U − UR1 и записать полученные значения в UVD,V (табл. 1.1 поз. 1-13) для диода VD1. 
Примечание :  1.Значения записывать в соответствии с требуемой размерностью. 2.Значения округлять до третьего знака 

после запятой. 

1.14. На основании значений UR1,V и R1,Ω (табл. 1.1) рассчитать ток по формуле I =
UR1

R1
 и записать 

полученные значения в I,mA (табл. 1.1 поз. 1-13) для диода VD1. 

Примечание :  1.Переводить подставляемые в формулу значения физических величин в систему СИ. 2.Значения 

записывать в соответствии с требуемой размерностью. 3.Значения округлять до третьего знака после запятой. 

1.15. Нажать правой кнопкой мыши на компонент VD1, в контекстном меню выбрать Replace components 

и повторить пп.1.6-1.7 для компонента №6 (табл. 1.2). 

1.16. Повторить пп.1.10-1.14 для диода VD2. 

1.17. Нажать правой кнопкой мыши на компонент VD2, в контекстном меню выбрать Replace components 

и повторить пп.1.6-1.7 для компонента №7 (табл. 1.2). 

1.18. Повторить пп.1.10-1.14 для диода VD3. 

1.19. Нажать правой кнопкой мыши на компонент VD3, в контекстном меню выбрать Replace components 

и повторить пп.1.6-1.7 для компонента №8 (табл. 1.2). 

1.20. Повторить пп.1.10-1.14 для диода VD4. 

1.21. На основе созданной табл. 1.1 на одной диаграмме построить прямые и обратные ветви вольт-

амперных характеристик диодов VD1, VD2, VD3, VD4, как графики зависимости тока I,mA от 

напряжения на диоде UVD,V с помощью приложения Microsoft Excel. 

Примечание :  1.Ось OX – от -P-5 до P+1,V (сетка через 1V), ось OY – от -50 до 50 mA (сетка через 10 mA). 2.Добавить 

легенду с указанием наименований графиков. 3.Добавить выноску данных с указанием значений UVD,V и I,mA на 

графиках в точках (табл.1.1, поз. 2, 12). 

2. Определение параметров полупроводниковых диодов 

2.1. Создать табл. 1.3 и заполнить Тип прибора с помощью приложения Microsoft Excel. 

Таблица 1.3 

Параметры полупроводниковых диодов 

поз. Параметры Физический смысл 

Тип прибора 

VD1 VD2 VD3 VD4 

Светодиод 
Диод  

Шоттки 

Выпрямительный  

диод 

Диод  

Зенера 

«по варианту»  

(поз.4) 

«по варианту» 

(поз.5) 

«по варианту»  

(поз.6) 

«по варианту» 

(поз.7) 

1 RПР,Ω прямое сопротивление в точке     

2 RОБР,Ω обратное сопротивление в точке     

3 RДИФФ_ПР,Ω 
дифференциальное сопротивление 

прямой ветви в точке 
    

4 RДИФФ_ОБР,Ω 
дифференциальное сопротивление 

обратной ветви в точке 
    

5 UR,V      

6 IR,mA      

7 UF,V     - 

8 IFM,mA     - 

9 UZ,V  - - -  

10 IZ,mA  - - -  
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2.2. На основании значений UVD,V и I,mA (табл. 1.1) рассчитать прямое сопротивление диода в точке 

(табл. 1.1, поз. 12) по формуле RПР12 =
U12

I12
  и записать полученное значение в RПР,Ω 

(табл. 1.3, поз. 1) для диода VD1. 

Примечание :  1.Переводить подставляемые в формулу значения физических величин в систему СИ. 2.Значения 

записывать в соответствии с требуемой размерностью. 3.Значения округлять до первого знака после запятой. 

2.3. На основании значений UVD,V и I,mA (табл. 1.1) рассчитать обратное сопротивление диода в точке 

(табл. 1.1, поз. 2) по формуле RОБР2 =
U2

I2
  и записать полученное значение в RОБР,Ω 

(табл. 1.3, поз. 2) для диода VD1. 

Примечание :  1.Переводить подставляемые в формулу значения физических величин в систему СИ. 2.Значения 

записывать в соответствии с требуемой размерностью. 3.Значения округлять до первого знака после запятой. 

2.4. На основании значений UVD,V и I,mA (табл. 1.1) рассчитать дифференциальное сопротивление 

прямой ветви диода в точке (табл. 1.1, поз. 12) по формуле RДИФФ_ПР12 =
U12−U11

I12−I11
  и записать 

полученное значение в RДИФФ_ПР,Ω (табл. 1.3, поз. 3) для диода VD1. 

Примечание :  1.Переводить подставляемые в формулу значения физических величин в систему СИ. 2.Значения 

записывать в соответствии с требуемой размерностью. 3.Значения округлять до первого знака после запятой. 

2.5. На основании значений UVD,V и I,mA (табл. 1.1) рассчитать дифференциальное сопротивление 

обратной ветви диода в точке (табл. 1.1, поз. 2) по формуле RДИФФ_ОБР2 =
U2−U3

I2−I3
  и записать 

полученное значение в RДИФФ_ОБР,Ω (табл. 1.3, поз. 4) для диода VD1. 

Примечание :  1.Переводить подставляемые в формулу значения физических величин в систему СИ. 2.Значения 

записывать в соответствии с требуемой размерностью. 3.Значения округлять до первого знака после запятой. 

2.6. На основе анализа технической спецификации исследуемого диода VD1 (см. приложение 2-5) 

определить параметр UR  и записать полученное значение в UR,V (табл. 1.3 поз. 5), а также указать 

физический смысл (см. ГОСТ 25529-82). 
Примечание :  Значения записывать в соответствии с требуемой размерностью. 

2.7. На основе анализа технической спецификации исследуемого диода VD1 (см. приложения 2-5) 

определить параметр IR и записать полученное значение в IR,mA (табл. 1.3 поз. 6), а также указать 

физический смысл (см. ГОСТ 25529-82). 
Примечание :  Значения записывать в соответствии с требуемой размерностью. 

2.8. На основе анализа технической спецификации исследуемого диода VD1 (см. приложения 2-5) 

определить параметр UF и записать полученное значение в UF,V (табл. 1.3 поз. 7), а также указать 

физический смысл (см. ГОСТ 25529-82). 
Примечание :  Значения записывать в соответствии с требуемой размерностью. 

2.9. На основе анализа технической спецификации исследуемого диода VD1 (см. приложения 2-5) 

определить параметр IFM и записать полученное значение в IFM,mA (табл. 1.3 поз. 8), а также 

указать физический смысл (см. ГОСТ 25529-82). 
Примечание :  Значения записывать в соответствии с требуемой размерностью. 

2.10. Повторить пп.2.2-2.9 для диода VD2. 

2.11. Повторить пп.2.2-2.9 для диода VD3. 

2.12. Повторить пп.2.2-2.7 для диода VD4. 

2.13. На основе анализа технической спецификации исследуемого диода VD4 (см. приложение 5) 

определить параметр UZ и записать полученное значение в UZ,V (табл. 1.3 поз. 9), а также указать 

физический смысл (см. ГОСТ 25529-82). 
Примечание :  Значения записывать в соответствии с требуемой размерностью. 

2.14. На основе анализа технической спецификации исследуемого диода VD4 (см. приложение 5) 

определить параметр IZ и записать полученное значение в IZ,mA (табл. 1.3 поз. 10), а также указать 

физический смысл (см. ГОСТ 25529-82). 
Примечание :  Значения записывать в соответствии с требуемой размерностью. 

2.15. Выключить рабочий компьютер. 
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Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Перечень экспериментов. 

3. Раздел 1. Исследование прямой и обратной ветвей вольт-амперных характеристик 

полупроводниковых диодов. 

4. Рисунок 1. Скриншот схемы для исследования прямой и обратной ветвей вольт-амперной 

характеристики диода (п.1.9 порядка выполнения работы для диода VD1). 

5. Рисунок 2. Прямые и обратные ветви вольт-амперных характеристик диодов (п.1.21 порядка 

выполнения работы). 

6. Таблица 1. Зависимость тока от напряжения (табл. 1.1). 

7. Раздел 2. Определение параметров полупроводниковых диодов. 

8. Таблица 2. Параметры полупроводниковых диодов (табл. 1.3). 

9. Выводы. Ответы на контрольные вопросы. 
Примечание .  1. Оформление отчета должно быть выполнено в соответствии с пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 

6.4.6, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 ГОСТ 7.32-2017. 2. Отчет должен быть выполнен с помощью приложения 

Microsoft Word и представлен в электронном виде (формат *.pdf). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется электронно-дырочным переходом? 

2. Какие полупроводниковые приборы называются диодами? 

3. Какие существуют виды диодов и к каким из них относятся диоды, исследуемые в работе? 

4. Какие условные графические (см. ГОСТ 2.730-73) и буквенные (см. ГОСТ 2.710-81) обозначения 

имеют диоды в зависимости от вида? 

5. Какие характеристики диодов были исследованы в работе и как они были получены? 

6. Какие характерные области можно выделить на характеристиках исследуемых диодов? 

7. Как и почему различаются характеристики исследуемых диодов?  

8. Какие параметры и как определяются по характеристикам диодов? 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 

Варианты заданий 

 

поз. Параметры 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 P 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 

2 Time/DIV 2.000ms 2.000ms 1.000ms 1.000ms 1.000ms 500.0us 500.0us 500.0us 500.0us 200.0us 200.0us 200.0us 200.0us 200.0us 200.0us 

3 F 100Hz 200Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 700Hz 800Hz 900Hz 1000Hz 1100Hz 1200Hz 1300Hz 1400Hz 1500Hz 

4 VD1 LED_ 

green 
LED_ 

blue 
LED_ 

red 
LED_ 

orange 
LED_ 

yellow 
LED_ 

green 
LED_ 

blue 
LED_ 

red 
LED_ 

orange 
LED_ 

yellow 
LED_ 

green 
LED_ 

blue 
LED_ 

red 
LED_ 

orange 
LED_ 

yellow 
5 VD2 1N5817G 1N5817G 1N5817G 1N5817G 1N5817G 1N5818G 1N5818G 1N5818G 1N5818G 1N5818G 1N5819G 1N5819G 1N5819G 1N5819G 1N5819G 

6 VD3 1N4001G 1N4002G 1N4003G 1N4004G 1N4005G 1N4006G 1N4007G 1N4001G 1N4002G 1N4003G 1N4001G 1N4002G 1N4003G 1N4004G 1N4005G 

7 VD4 1N4735A 1N4736A 1N4728A 1N4731A 1N4733A 1N4735A 1N4736A 1N4728A 1N4731A 1N4733A 1N4735A 1N4736A 1N4728A 1N4731A 1N4733A 

8 R1 150Ω 160Ω 100Ω 110Ω 130Ω 150Ω 160Ω 100Ω 110Ω 130Ω 150Ω 160Ω 100Ω 110Ω 130Ω 

9 R2 1.0kΩ 2.0kΩ 3.0kΩ 4.3kΩ 5.1kΩ 6.2kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 15kΩ 

10 C1 4.7uF 2.2uF 1.0uF 0.47uF 0.33uF 0.22uF 0.15uF 0.15uF 0.1uF 0.068uF 0.068uF 0.047uF 0.047uF 0.047uF 0.047uF 

11 R4 51Ω 22Ω 33Ω 24Ω 16Ω 36Ω 47Ω 18Ω 39Ω 30Ω 56Ω 62Ω 43Ω 27Ω 20Ω 

12 R5 620Ω 820Ω 750Ω 680Ω 910Ω 910Ω 750Ω 680Ω 620Ω 820Ω 820Ω 910Ω 620Ω 680Ω 750Ω 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 3 
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